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 Индуцированная переполяризацией электролюминесценция является одним из методов изучения механизмов изменения доменной структуры сегнетоэлектриков и связанных с этим механизмом особенностей  внутреннего экранирования.[1] В работе проведены исследования временных зависимостей интенсивности  Iизл  и энергии  Eизл электролюминесценции и их связь с интегральными характеристиками переключения  поляризации (временем tп, током iп и динамическим коэрцитивным полем 
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) кристаллов ТГС при воздействии однополярных импульсов напряжения с  регулируемой скоростью нарастания  = 1-20 кВ/(мм(мкс). Исследовались номинально чистые кристаллы ТГС, выращенные методом пересыщения в сегнетоэлектрической области температур, а также кристаллы ТГС, выращенные ниже Тс из раствора, содержащего 20% L, (-аланина (АТГС). [2] 
    Установлено, что  пороговое поле переключения (динамическое коэрцитивное поле 
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), при котором начинается интенсивная трансформация доменной структуры, является возрастающей функцией скорости нарастания поля. Свечение ТГС возникает на всех стадиях переключения поляризации, с разной интенсивностью, причем у неотожженных образцов по сравнению с отожженными наблюдается заметное отставание начала переключения поляризации несмотря на то, что поле в образце превышает порогового значения 
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 Интенсивность люминесценции Iизл возрастает с увеличением 
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 и достигает максимума на завершающей стадии переключения, как это имеет место в импульсных полях прямоугольной формы.
 Униполярность переключения АТГС сохраняется в сильных быстронарастающих электрических полях, т.е. имеет место возвращение кристалла в исходное состояние после снятия внешнего электри​ческого поля. Компонента внутреннего поля 
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, связанная с наличием нереверсируемых внешним полем молекул L-(- аланина, достигает более 10 кВ/см.            При воздействии импульсного электрического поля в естественно уни​полярном направлении ток переключения не наблюдается, не наблюдается и свечение кристалла. Однако по​следующее воздействие переключающего импульса напряжения приводит к значительному увеличением как максимума тока и плотности заряда  переключения, так и энергетического выхода свечения. Таким образом, наблюдается эффект увеличения числа доменных стенок, дающих вклад в энергетический выход кристалла АТГС, после предварительного воздействия импульсного электрического поля в естественно униполярном направлении. Временные характеристики переполяризации, и соответственно, электролюминесценции при этом не изменяются.
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